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TITULACION: INGENIERO TECNICO EN INFORMATICA DE GESTION

CURSO 99/00

_ FUNDAMENTOS DE FiSICA ATOMICA

Principios basicos de la F.A.

_ Naturaleza dual de la radiacion.

3.1 Efecto fotoeléctrico

Caracter discreto de la energia en los estados estacionarios.

4.1 Espectros atémicos luminosos. Rayos X.

4.2 Modelo atémico de Bohr

4.3 Experimento de Frank-Hertz &)

4.4 Ley de Mosely (*)

Naturaleza dual de la materia

5.1 Hipétesis de De Broglie

5.2 Experiencia de Davisson-Germer

Principio de Heisenber. Incertidumbres posicion-momento, tiempo-energia.

6.1 Laser de tres niveles.

ECUACION DE SCHRODINGER. APLICACIONES.

SR

Ecuacién de Schrodinger.

Pozo monodimensional de paredes impenetrables.

Efecto tunel.

Atomo de hidrogeno. Numeros cuantico: significado fisico; efecto Zeeman.
Atomos multielectronicos.

Sistema Periddico.



3. MATERIA CONDENSADA.

Estados de agregaci6n de la materia.
2.  Gases. Distribucién de Maxwell-Boltzman (*)
Estructura cristalina.
3.1 Parametros de la estructura cristalina
3.2 Redes de Bravais
3.3 Estructura del Si y del AsGa.
4. Anisotropia de los cristales. Cristales liquidos )

Defectos en cristales.

4, ELECTRONES LIBRES EN METALES.
1. Fenomenologia.
2. Modelo de Drude-Lorentz.
3. Modelo de Sommerfeld
3.1 Estados electronicos. Condiciones periddicas.
3.2 Distribucién de Fermi-Dirac.

3.3 Conduccién eléctrica.

5. BANDAS DE ENERGIAS.

Dificultades en el modelo de Sommerfeld.
Modelo de Bloch: Bandas prohibidas.
Generalizacién del modelo de Bloch: Bandas de Energias. Clasificacién de so6lidos.

Masa efectiva.

AR o S

Huecos.



6.

SEMICONDUCTORES.

k.
.

Fenomenologia.
2. Semiconductores intrinsecos.

2.1 Generacién de pares e-h.

2.2 Transiciones directa e indirecta.
3. Semiconductores extrinsecos.

3.1 Densidad de estados.

3.2 Distribucién de los portadores en los estados energéticos.

3.3.1 Ley de accion de masas.

4. Ecuacion de neutralidad eléctrica.
5. Corrientes de arrastre y difusion.
6. Ecuaci6n de continuidad (*)

BASES FiSICAS DE LOS DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES.

1. Unién PN no polarizada.
2. Unién Polarizada.
3. Diodo real.
3.1 Polarizacion directa.
3.2 Polarizaci6n inversa.
4. Diodos LED y Laser
5. Transistores de unién bipolar BJT.
6. Transistores monopolares JFET y MOSFET.
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PRACTICAS DE LABORATORIO

Las clases teéricas impartidas en esta asignatura seran complementadas con clases
practicas de Laboratorio. Cada alumno deber4 realizar cinco/seis sesiones de practicas de
dos horas de duracién cada una. Los resultados de las practicas se entregaran en una

memoria final que se utilizara para evaluar al alumno. Las practicas deberan aprobarse

para conseguir un aprobado final en la asignatura.

EXAMENES.

Se realizard un examen final escrito sobre la materia impartida. En la nota final de la
asignatura se tendra en cuenta tanto la nota de dicho examen ¢

las précticas de laboratorio (el peso en la nota final de las practicas y posibles trabajos

accesorios podria ser de hasta un 25%).

omo la correspondiente a



